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図.3イオン電流密のショット依存性
オン電流筏度は429A/cm2、標準偏差は26.7であった。！玄l.2の真空アークプラズマイオン源
の結巣と比較すると、ショット毎の再現性はかなり良いことがわかるG 今後、高強度ノ《ノレス
イオンビーム装援のイオン源として組み込むことを考慮に入れながら、装援を改良していく
必要がある。
(3）プロジェクト成果
本年度”は特許・企業・技術移転にi立接結びつく技術開発iこは歪らなかったが、これまで際
発してきた高強度パルス金勝イオンビーム発生技術の実用化を目指して、イオンビームの再
現性の向上を自指して研究を行ってきた。今後、ピーム純度の測定、イオンビームの空間的
均－性などのイオンビームの性能を向上させ、半導体へのイオン注入・活性化効巣、金燐や
薄膜材料への超高速熱サイクルによる表泌改質などのどーム照射効巣を実設することができ
れば、本フ。ロジェクトで開発された高強度パルスイオンビーム発生技術は技術移転や企業化に
結びつく可能性がある。また、プラズ、マフォーカス装援を用いた炭素系薄膜実験は最適化条例：
を見出すために継続中で、あり、また新たに議化アルミニウム薄膜の成核実験iこも着手した。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構怨
本研究の目的である高強度ノ《ノレス議イオンピームのよる薄膜生成・表i訴処理技術の！実用化
に向けて今年度はどーム出力の安定性を目指して研究を行っているが、現時点ではまだ隣発
中である。今後、継続中である研究の成果を用いてイオンピームの性能向上ために装霞改良を行
い、高強度ノ〈ルス革：イオンビーム発生技術が礁立されれば、金属や薄膜材料への超高速熱サイ
クノレによる表tf.i改質技術の実技実験を行うことができ、さらには次世代型炭化ケイ素デノミイス
実現に向けて新しいイオン注入技術であるパルスイオン役人法の基礎的研究を行うことができる。
(5）利用施設
なし
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